[86.03/66.25] Dispositivos Semiconductores

Juntura MOS

Curva Capacidad-Tension



Una estructura MOS con Gatede Polisilicio N** y sustrato tipo P con densidad de
dopantes N, = 10" cmy parametros V.= 0.547V, ¥?=0.545Vy C , = 246 nF/cm?.

* Hallar la curva de capacidad tensién del dispositivo indicando todos sus valores
caracteristicos.
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Datos

Acumulacion Poly-N*"; Sust-P
N,=10"cm™
V. =0.547V
Vis<Vies P(x) Y2 = 0.545V
No [:\ag zona C = 246 nF/cm?.
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Datos

Vaciamiento Poly-N**; Sust-P
N,=10"cm™
V. =0.547V
Viig<Vep<V: ’ p(x)l Y2=0.545V
C =246 nF/cm?.
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Datos

Inversién Poly-N**; Sust-P
N,=10"cm™
( ) Aparece VT =0.547V
VT<VGB PX carga de ¥?=0.545V
iﬂV@V‘SiéV\ C’OX = 246 nF/CI’nZ.
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Bonus: ; Como puedo simular/medir la curva CV?
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Bonus: ; Como puedo simular/medir la curva CV?
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